OEM:Valvo

BCY55

Datasheet

VORLAUFIGE DATEN

SILIZIUM-NPN-PLANAR-TRANS ISTORPAAR
mit sehr geringer Temperaturabhlingigkeit

in gemeinsamem Aluminiumquader,

fiir rauacharme Differenzverstirker

Mechanische Daten:

GehHuse: Aluminiumguader
Transistorgehliuae: JEDEC TO=18

Die Kollektoren sind mit dem
Transistorgehiiusen verbunden,
die Transistorgehiuse sind
vom Aluminiumgquader elektrisch
isoliert.

MaBlangaben in mm.
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Kurzdaten:

Paarungskennwerte

Verhidltnis der Kollektorstrfme
bei Ugp; = Upgs

Temperaturabhiingi gheit
der Basisspannungs-Differenz

Temperaturabhingi gheit
der Basisstrom-Differenz

Eingeltransistor

Gleichstromverstirkung
bei Upp = 5 ¥V, Ip = 10 uA
bei Upp =5V, Ip = 10 mA

Kurzschlub=-Stromverstlirkung
-]ZI'("I T-‘c];_ 5 "f., I{- = 1 [I.-,l

Transit-Frequenz
bei ”CE =5V, I, = 0,6 mk

Breitband-Rauschzahl

het UEE = 5 ¥V C z

Tpg/l

c1/Te2
4(Uggy VUgga )/ béy

nilB]_IBEJ;sz

I.= 10 A, R, = 10 ki F

0,85...1
1 uV/ grd
0,5 nd/ grd
100, . ,300

200, ,,600

150, ., 600
50 MH =z
E ] dB
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BCY 55

Absolute Grenzwerte der eingelnen Transistoren: (gliltig bis * ] max]
Kollektor-Sperrspannung bei Ip = O U o = max. 45 ¥
Eollektor-Emitter-Sperrspannung bei Ig = O: Upp g = max. 45 ¥

bei UBH = 0: UCE'.' 5 = max. 45 W
Emitter-Sperrspannung bei I, = 0: Uppg g = max. 5 ¥
Kollektorstrom, Mittelwert: Ig av « max. A0 mA 1}
Kollektorstrom, Scheitelwert: Ip = max. G0 mA
Emitterstrom, Mittelwert: _IH AY = max. 35 mA i}
Emitterstrom; Scheitelwert: -lgy = max. 70 mA
Gesamtverlustleistung bei &y = 25 oc: Pyut = max. 300 mW
Sperrschichtiemperatur: &g = max. 175 °C
Lagerungatemperatuar: g = min. =50 °C

8 = max. 125 °C

Wirmewiderstand der einzelnen Transistoren:
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht wnd Gehlinse: By = 0,25 pgrd/mW

jffh\k 1) Integrationszeit tp, = max, 50 ms
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Eennwerte der einzelnen Transiatoren:

bei 3y = 25 %¢, sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Reststrom
bei Ugg = 45 V, Iy = 0: Iep g 2 10 nd *)

bei Upg = 20 V, Ig = 0, 35 = 90 °C: Icp 0 9 5 nd
Eollektor-Emitter-Reststrom

bei Upg = 45 V, Ugg = 0: Icgg o 10 nA

bei Upp = 45 V, Upg = 0, 37 = 175 °C: Ieg g s 10 i
Emitter—-Restatrom

bei Ugg = 5 V, I = 0: Igpg = 10 oA *)
Eollektor-Emitter-Restapannung

bei Ip = 10 mA, Ip = 0,5 mA: UCE aat = 1,0 v
Basisspannung

bei Ip = 10 mA, Iz = 0,5 mA: Upk st ®  0:6...1,0 V

bei Upg = 5 ¥V, -Ip = 0,5 mA: Upg = 0,6...0,8 ¥ *)
Basisstrom

hei UEB =5V, _IE = 10 mA: IB . 50 A +j
GleichstromverstErkung

bei Upg = 5 V, Ig = 10 jA: B - 100, .. 300

bei Upp = 65V, I, = 10 mA: B = 200, . . 600
Transit-Frequenz

bei Ugg = 5 ¥V, Ig = 0,5 mA: fq = 80 (& 50) Mz
Girenzfrequenz in Emitterschal tung

bei Ugg = 5 V, Ig = 0,5 mA: fy 2 100 ki
Vierpol-Koeffizienten bei Upp = 5 V,Ip = 1 mA, § = 1 kHz:

Eurzechlul-Eingangawideratand: hyja - 10 ki

Leerlanf-Spannungsrllchwirkung: hya, = 5r5.1u-4

BurzachluB-Stromverstirkung: hoja = 350 (150...600)

Leerlauf-Ausgangaleitwert: baa, = 25 us
Koellektorkapazitit

bei Oog = 6V, Iz = 0, f = 1 MHz: C. 1 B pF

Breitband-Bauschzahl (f = 10 Hz...15 kHz)
bei UEE =5V, I'C = 10 uA, RJI = 10 ki: F

..-‘"HH"'«. *) AQL = 0,65 %

2 (% 3) dB
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KEennwerte des Transistorpaares: - el

Die Differenz der Basis-Emitter-Spannungen
bei gleichen Emitterstromen (—IEI = =Ips £ 100 HA)
ist

MUgg = 2 (5 4) mv

im Temperaturbereich %y = -20...+80 o

Das Verhiiltnia der Kollektorstrime
bei gleichen Basis-Emitter-Spannungen bei
=Ip S 100 pA ist
. 1
Ipy/Ipg = 0,93 (0,85,..1,0) )

im Temperaturbereich Gt = =20,.,.+90 *C
qf# Igy = Ig; -

|
!‘U.H' 2.
h—

AUgge

|
=

Die auf die Differenz der Eingangsspannungen bezogene Temperaturabhingigkeit
iat bei (Ig; + Igg)S 200 uA, Upg, = Ugpo & 15 V und |Upgy - Uggs | € 100 v
A(Upgy - Upga)/t8y = 1,0 (5 3,0) uv/grd.
Die auf die Differenz der Basisstrbme bezogene Temperaturabhiingigkeit ist bei
Igy + Igg = 100 pA, Uppy = Upga & 15 V und Ugp; = Uggs

4(1g, - Igs) /a8y = 0,5 (% 1,5) nA/grd.

jf#h\\_ 1] Ipy iet der kleinere Wert
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Mefschal tung fiir A{Uppy - Uggal/tdy:

e e e e D B O

Ril
Philips-
Kompensograph
PR 2400/A
RI 3 f 1%
i, :mmrl,ﬂ:—r—
Bei dgg = -20...90 *C wird mit dem Potentiometer Py die Ausagangsspannung

Uy = 0 eingestellt. Folgend wird bei By > 3y EHUL 590 °C) die Ausgangs-

SPANTNE UE im thermischen Gleichgewicht gemessen. Dann ist:

U, R
I TR | O Y NP s S
BE1 - VBE2)/8% = =T i,

MeBechaltung filr EEIBI o IBH}fﬁuU:

Philips-
Kompensograph
PR 2400/A

e
By =33 R 21 % Ry = By = 20 k@ £ 1 b
By = 33 k2 + 1 % Bg = 1 Mp + 1§
Bei %y = -20...90 °C wird die Ausgangsspannung Uy = 0 eingestellt: zuerst

bei geschlossenen Schaltern 5 und 5p mit dem Potentiometer Py, dann bei ge-
iffoeten Schaltern mit dem Potentiometer Py, Folgend wird bei &py > By
(5 = 90 *C) die Ausgangsspannung im thermischen Gleichgewicht gemessen,
U1
Dann ist:
U|-| RJ.

*

Sur - Syo By (Ry + Rg)

1] siehe Potentiometer Py im MeOverstlirker
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Mefverstiirker, Bestandteil vorstehender MeBschaltungen
. +——p » —o+15V
82k0 25k0 % 33k0 f}E3kﬂ 1k
- 6BkR Y S
BCY 55i »

| ¢*
— Ty

L -

120kQ 100 k&2

BCY 55

2L kQ
3l 2X2N930

Ausgang

2ZNS30

1
k&

Leerlaufverstiirkung: 100 4B (100 000 fach)
Veratirkung x Bandbreite: 10 MHz
Einganga=Gleichtaktspannung: max. * 10 V
Ausgangsapannung : max. ¥ 10 ¥V
Ausgangestrom: max, 2 5 mi
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